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Инфракрасные (ИК) фотодиоды, работающие в спектральном диапазоне 2-
5 мкм, являются ключевым компонентом газоанализаторов при обнаружении 
углекислого (СО2) и “угарного” (СО) газов на длинах волн 4.27 мкм и 4.7 мкм, соот-
ветственно. 

Твёрдые растворы InAsSb, перспективные для создания фотодиодов 
в данном спектральном диапазоне, могут выращиваться на подложках GaSb или 
InAs. Гетерофотодиод со структурой InAs1-xSbx/GaSb (0.10<х<0.14) был создан нами 
ранее. При освещении через подложку InAs0.86Sb0.14/GaSb фотодиоды продемон-
стрировали диапазон спектральной чувствительности 1.7-4.2 мкм. 

В данной работе мы сообщаем результаты исследований, направленных на 
создание высокоэффективных фотодиодов, работающих при комнатной темпера-
туре в среднем ИК диапазоне 2.5-4.8 мкм. Гетероструктуры с активным слоем 
InAs0.88Sb0.12, выращивались методом жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) на подлож-
ках InAs. Для обеспечения пониженной деформации, вызванной несоответстви-
ем параметров решётки подложки и активного слоя, нами был введён бу-
ферный слой из твёрдого раствора InAs0.94Sb0.06. В качестве широкозонного 
“окна” использовался твёрдый раствор InAsSbP. Разработаны фотодиоды на 
основе гетероструктур InAs/InAs0.94Sb0.06/InAs0.88Sb0.12/InAsSbP c диаметрами фото-
чувствительной площадки 0,3 мм. 

Отличительной особенностью фотодиодов является высокая токовая моно-
хроматическая чувствительность в максимуме спектра (λmax=2.0-4.8 мкм) дости-
гающая значений 0.5-0.8 А/Вт, значение плотности обратных темновых токов (1.0-
1.5)∙10-2 А/см2, при напряжении обратного смещения 0.1-0.2 В. Дифференциаль-
ное сопротивление в нуле смещения достигает величины 20-100 Ом. По нашим 
оценкам, обнаружительная способность фотодиодов в максимуме спектральной 
чувствительности достигает величины (1-2)∙108 см∙Вт-1∙Гц 1/2. 
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